Transistors NPN silicium

Mesa diffusés

NPN silicon transistors

Diffused mesa

*2N 1724
* 2N 1724 A

2N 1725

- Amplification BF grands signaux (haute tension)

Large signal LF amplification (high voltage)

- Commutation fort courant
High current switching

Dissipation de puissance maximale

Maximum power dissipation

Prot
(w)

N

75

50

25

] 50 100 150

\20

tease(°C)
0

%k Dispaositif recommandé

Prefered device

Données principales
Principal featurss

Veeo 80 V 2N 1724 - 2N 1725
120 v 2N 1724 A

Ic 5 A

Peot 100 W
20-90 2N 1724

h21e2A) 306 .90 2N 1724 A
50 -150 2N 1725

Boitier TO-61

Case

Le collecteur est relié au boitier
Collector is connected to case

Valeurs limites absolues d'utilisation a tg ;.= 25°C
Absolute ratings (limiting values)

W 28 1724 12N 1724 2N 1728
e e Veso 120 180 120 v
ziﬂi'c"rﬁfﬂ,','ﬁfﬁﬁi‘ rvf ?t:;t:eur Veeo 80 120 80 Y,
e e oase Veso 10 10 10 v
oo Conecter Ic 5 5 5 A
Goprant collecteur tem 75 75 75 A
P e pulssance Prot 100 100 100 w
Ifn";?i'ﬁ‘iﬁ,?f,i‘iﬂfe‘ fon max Y 175 175 175 °c
Température de stockage max t — 65 — 65 — 65
Storage temperature min stg +200 200 +200 vc
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2N 1724 *
2N 1724 A+
2N 1725

Caractéristiques générales a tgage = 25°C
General characteristics {Sauf indications contraires)

{Unless otherwise specified)

Caractéristiques statiques
Static characteristics

2N 1724
Courant résiduel collecteur-base
Collector-base cut-off current 2N 1724 Al lego 0,1 | mA

2N 1725 0,1

VB E £
Courant résiduel collecteur-émetteur Veg=60V N1724 | e 2

mA
Collector-emitter cut-off current Loase=190°C

Vge0
Vg=120 v 10
1,0=150° C

Vge=0
BE
- 0.1
V60V
Vge0
Veg=100 V

Courant résiduel collecteur-émetteur VBE=0 5 A
i N1724 A les m,
Collector-emitter cut-off current VCE=1 0oV CES 2

1 5e=150°C

Vge=0
Veg=180V 10
tease=150°C

Vge=0

0.1
Vgg=30V

Vge=0
V=60 V

Courant résidue! colfecteur-émetteur Vge=0 1
Collector-emitter cut-off current V2§=60 v 2N 1725 CES mA

teae=150°C

Vgg=0
Veg=120V 10
ta56=150°C
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*2N 1724
*2N 1724 A
2N 1725

Caractéristiques générales a tgage = 25°C
General characteristics

Caractéristiques statiques
Static characteristics

2N 1724
I~ =0 10
VEB=10 \'%
I~ =
(&
Veg= Vv 05
2N 1724 A
Courant résiduel émetteur-base lc =0 k8O 10 | mA
Emitter-base cut-off current VEB=10 A\
] =
[
= 0,5
VE8-3 Vv
|~ =
_ 2N 1725 05
VEB—Q v
l~ =0
C
_ 10
VEB’— 10V
IB =0
'C —200 mA 2N 1724 80
. = ¥
Tension de claquage collecteur-émetteur lg =0
Collector-emitter gnnkdown voltage Ic =200 mA 2N 1724 AV (gR)cEO| 120 v
's =9 2N 1725 80
le = 200 mA
2N 1724 20
lc =014 2N 1724 A 30
VCI:; 15V
N175| x| 50
Valeur statique du rapport du transfert 2N 1724 20 90
direct du courant 'C =2A
Static forward current transfer ratio Vo= 15V 2N 1724 A 30 90
cE 2N 1725 50 150
ir =B A
C *
2N 1724 A  hoqg 20
VCE=5 v

#* {mpulsions =300us &< 2%
Pulsed P
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2N 1724 *
2N 1724A *
2N 1725

Caractéristiques générales a tgage = 25°C
General characteristics (Sauf indications contraires)

(Unless otherwise specified)

Caractéristiques statiques
Static characteristics

2N 1724 12
Val tatique du rapport du transfert IC =2A *
aleur s u u e
direct du courant VCE= 15V 2N 1724 A h21E 18
Static forward current transfer ratio =_550(C
amb
2N 1725 25
2N 1724 1
Ic =2A
lg =02A 2N 1724 A 0,6
2N 1725 1
Tension de saturation collecteur-émetteur I~ =2 A Vv *
Collector-emitter saturation voltage C CEsat v
lg =02A 2N 1724 A 0,8
- °
tease 92 °C
lc =B A
g =05A 2N 1724 A 1,5
2N 1724 2
Ic =2A
Iy =02A 2N 1724 A 1,2
) : *
,Tension de saturation base-émetteur \
Base-emitter saturation voltage 2N 1725 BEsat 2 v
lg= 5A
2N 1724 A 2
Ig= 0,5A

L. ) * Impulsions tp=300ps 8 < 2%
Caractéristiques dynamiques (pour petits signaux) Pulsed
Dynamic characteristics (for small signals)

Ilc =05A
Fréquence de transition V=15V f
Transition frequency ¢ CE=10 MHz T 10 MHz
Conacité do sorti Veg=15V
apacité de sortie
Ou'::put capacitance g =0 Ca2p 550 | pF
f =1MHz
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* 2N 1724
*2N 1724 A
2N 1725

Caractéristiques statiques 2N 1724

Static characteristics

Ica)
48
- T T LA 600mA
44|'sV 1A 4“?7}}_ 1 sooma 2 N 1724—]
4 {'g=900mA ﬁ; 300‘“»‘ —
36, § A ]
32 ﬁ“h " case =25°C
P Y 4. | | ’ %
24k e
60 ™
2 ..,ﬁ,/ . — J' |
16 = 50mA -]
12—
08
os-f- =
5 VeeV)
[ 1 2 3 CE
I Al —
Clus Iy = 200ma
ad )
4 ,___Nr\'l,sll —
35'_// w1
32HA A0
28/ L
Py - a0 m* tcase = 100°C [
2 |
:g 0 mA
08 20 mA
04
X [~ 10 ma VCE W)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
h21E 70
v 2N1724 -
50
40
=
A -
. Voes1oY
50 3 T 50 e 7s0 case (°C)
h.
21E T LR R RLRRAL T AT
Vop=16V =25°C 2N 1724
- Vee™ tease =
70
60
50
A1 =~
40;
30| 1T N
20)__t"1 N
—
10]
0,00 0,1 1 wlC A
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2N 1724
2N 1724 A *
2N 1725

*

Caractéristiques statiques
Static characteristics

2N 1724 A
Ic (A) I (A
5 repe—r s T l
500 mA < 's = 130ma 2N 17244
450 ma <) (l-_,e)m*/ - a5 |-A
[ 400 mA LT3 - b s = 100ma
L o ™ 4 90
JsomAl 20 — m:::
150 mA 35
, o 3 _V_.’o"“ Fbonier =100°C _|
400 m , |7 60ma t case
.5 e S0mA
40mA
2 2 P sl
/______,——— S0 mA 15 e I0m A
) 1
/( 05 r 20mA
J 2N1T28 A 4 10ma
e .
0o 02 04 06 08 V' 1,2 1.4 16 1.8 2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Vee V)

Vee V)
ha1e
80 por T
0L 2N 1724 A
60 - ]
50 -
40 V?E=|15\? -
o
3—0 [] + 50 + 100 «\otcase(om
h
o —
2N 172‘4 A VoE=16 V toase=26°C 7]
50
L] l
N
O55= 0,1A Iy

d 16 (a)
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